Плазмонные кристаллы на основе золотых решеток на поверхности кристалла оксида хрома
 Мандрик M.П.
Студент

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Московский государственный университет имени Ломоносова, Москва, Россия

mandrik.mp15@physics.msu.ru

Одна из актуальных задач спинтроники – поиск различных способов взаимодействия спина с электрическим полем. Материалы, проявляющие магнитоэлектрический эффект, являются перспективным решением, так как позволяют влиять электрическим полем на магнитные свойства структуры. Однако малая величина магнитооптического отклика препятствует практическому применению.

Для усиления магнитоэлектрического эффекта использован метод наноструктурирования среды, широко используемый в фотонных и плазмонных кристаллах [1] для усиления магнитооптических эффектов. Для изготовления структуры на верхнюю грань монокристалла антиферромагнетика Cr2O3 методом магнетронного распыления нанесли слой золота толщиной несколько десятков нанометров, который затем покрыли резистивной маской с помощью электро-лучевой литографии. Ионным травлением образца в одночастотном разряде аргон-ионной плазмы получили массив периодических одномерных золотых решеток и двумерный массив круглых отверстий. Были изучены магнитные и оптические свойства такой структуры, продемонстрировано возбуждение поверхностных плазмонных резонансов (рис.1 a) и измерено усиление величины магнитооптического эффекта. 
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Рисунок 1. спектр пропускания (a) и изображение, полученное со сканирующего электронного микроскопа (b), одной из одномерных решеток структуры. Коэффициент пропускания представлен в относительных единицах. 
Также антиферромагнетики особенно интересны тем, что имеет две подрешетки с собственными ориентациями спинов, поэтому подходят для создания новых типов памяти и перспективны для активной наноплазмоники [2]. В полученной структуре с помощью «спин-флоп» перехода экспериментально продемонстрировано переключение магнитоэлектрического эффекта, основанное на переориентации спинов у подрешёток. 
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